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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf
Licht emittierende Anordnungen und mehr im Einzel-
nen auf das Erzeugen eines selbst justierten, selbst
belichteten Photolackmusters auf einer Leuchtdiode
(LED).

[0002] Licht emittierende Halbleiteranordnungen wie
z. B. Leuchtdioden gehören zu den wirksamsten der-
zeit verfügbaren Lichtquellen. Materialsysteme, die
derzeit bei der Herstellung von LEDs mit großer Hel-
ligkeit, welche im sichtbaren Spektrum betrieben wer-
den können, von Interesse sind, enthalten Halblei-
ter der Gruppe III–V, die binäre, ternäre und qua-
ternäre Legierungen aus Gallium, Aluminium, Indi-
um und Stickstoff, auch als III-Nitridmaterialien be-
zeichnet, einschließen. Auf dem III-Nitrid-Material-
system beruhende Licht emittierende Anordnungen
verschaffen Festkörper-Lichtquellen hoher Helligkeit
in den Spektralbereichen vom UV bis Gelb. Typi-
scherweise werden III-Nitridanordnungen auf einem
Saphir-, Siliciumcarbid- oder III-Nitrid-Substrat mit
Hilfe von metallorganischer Gasphasenabscheidung
(MOCVD: metal-organic chemical vapor deposition),
Molekularstrahlepitaxie (MBE: molecular beam epita-
xy) oder anderen Epitaxietechniken epitaktisch auf-
gewachsen. Einige dieser Substrate sind isolierend
oder schlecht leitend. Anordnungen, die aus Halblei-
terkristellen gefertigt werden, die auf derartigen Sub-
straten aufgewachsen sind, müssen die elektrischen
Kontakte sowohl der positiven als auch der negativen
Polarität mit dem epitaktisch aufgewachsenen Halb-
leiter an der gleichen Seite der Anordnung aufwei-
sen. Dagegen können auf leitenden Substraten auf-
gewachsene Halbleiteranordnungen so gefertigt wer-
den, dass ein elektrischer Kontakt auf dem epitak-
tisch aufgewachsenen Material und der andere elek-
trische Kontakt auf dem Substrat gebildet wird, Auf
leitenden Substrate gefertigte Anordnungen können
jedoch auch so entworfen werden, dass sie beide
Kontakte auf der gleichen Seite der Anordnung auf-
weisen, auf der das Epitaxiematerial in einer Flip-
Chip-Geometrie aufgewachsen ist, um so die Extrak-
tion von Licht aus dem LED-Chip zu verbessern, die
Stromführungkapazität des Chips zu verbessern oder
die Wärmeabfuhr des LED-Chips zu verbessern. Bei
zwei Arten von Licht emittierenden Anordnungen sind
die Kontakte auf der gleichen Seite der Anordnung
gebildet. Bei der ersten, Flip-Chip genannt, wird Licht
durch das Substrat hindurch extrahiert. Bei der zwei-
ten wird Licht durch auf den Epitaxieschichten gebil-
dete transparente oder semitransparent Kontakte ex-
trahiert.

[0003] Die Fertigung einer LED erfordert das Auf-
wachsen einer n-Schicht oder von n-Schichten, die
über einem Substrat liegen, das Aufwachsen eines
über den n-Schichten liegenden aktiven Gebietes
und das Aufwachsen einer p-Schicht oder p-Schich-

ten, die über dem aktiven Gebiet liegen. Licht wird
durch die Rekombination von Elektronen und Lö-
chern innerhalb des aktiven Gebietes erzeugt. Nach
der Fertigung wird die LED typischerweise auf einer
Montagebasis montiert. Um eine LED-basierte Licht-
quelle zu schaffen, die weißes Licht oder eine ande-
re Farbe als die Farbe von in dem aktiven Gebiet der
LED erzeugte Licht emittiert, wird ein Leuchtstoff in
den Weg des gesamten oder eines Teils des in dem
aktiven Gebiet erzeugten Lichtes eingebracht. Wie
hier verwendet, bezieht sich ”Leuchtstoff” auf jedes
lumineszierende Material, das Licht einer Wellenlän-
ge absorbiert und Licht einer anderen Wellenlänge
emittiert. Um beispielsweise weißes Licht zu erzeu-
gen, kann eine blaue LED mit einem Leuchtstoff be-
schichtet sein, der gelbes Licht erzeugt. Blaues Licht
aus der LED mischt sich mit gelbem Licht aus dem
Leuchtstoff und weißes Licht wird erzeugt.

[0004] In der WO 97/48 138 A2 ist ein Verfahren
zum Erzeugen einer leuchtstoff-konvertierten LED of-
fenbart, bei dem eine Schicht einer Leuchtstoff/Pho-
tolack-Mischung auf die LED aufgetragen wird, die
nach Beleuchten mit UV-Strahlung unlöslich wird.
Die Schicht wird selektiv mit UV-Licht beleuchtet, in-
dem die LEDs elektronisch aktiviert werden, wonach
in einem Entwicklungsschritt die unbeleuchteten Ab-
schnitte der Schicht mit einem Lösungsmittel entfernt
werden.

[0005] Eine Weise, eine leuchtstoff-konvertierte LED
zu erzeugen, ist, nach dem Montieren auf der Monta-
gebasis eine konturgetreue Leuchtstoffbeschichtung
über der LED anzubringen. Eine konturgetreu-be-
schichtete leuchtstoff-konvertierte LED wird ausführ-
licher in der US 2002/0 185 965 A1 (Anmeldenummer
09/879 547) mit dem Titel ”Phosphor-Converted Light
Emitting Device” beschrieben. Wenn die konturge-
treue Beschichtung von Leuchtstoff nicht gleichmä-
ßig ist, kann es zu unerwünschten Inkonsistenzen in
dem von der leuchtstoff-konvertierten LED erzeugten
Licht kommen. Herkömmlicherweise wurde eine LED
konturgetreu beschichtet, indem für planare Halblei-
ter entwickelte Photomaskierungstechniken verwen-
det wurden, wobei Masken eingesetzt werden, um die
Größe und Form von in Photolack, der auf der LED
und Montagebasis deponiert ist, zu druckende Mus-
ter zu definieren. Die gedruckte Photolackschicht de-
finiert, welche Gebiete mit Leuchtstoff bedeckt wer-
den.

[0006] Die Anwendung herkömmlicher Maskie-
rungstechniken auf dreidimensionale Strukturen, wie
z. B. eine auf einer Montagebasis montierte LED ist
voller Probleme, zu denen reflektiertes Streulicht und
Schärfentiefe-Artefakte in dem resultierenden Bild
gehören sowie unvollkommene Ausrichtung, die bei-
de zu einer ungleichmäßigen Beschichtung der LED
führen. Zum Beispiel an den Oberflächen der dreidi-
mensionalen LED-Struktur, einschließlich der Ober-



DE 103 12 526 B4    2013.06.06

3/11

fläche der zum Maskieren verwendeten Photolack-
schicht reflektiertes Licht kann Belichtungsartefak-
te einbringen. Auch Schärfentiefeprobleme können
zu Verzeichnungen und Verlust an Maßgenauigkeit
in dem von der Maske erzeugten Bild führen. Au-
ßerdem werden nicht alle LEDs eine perfekte Form
haben oder perfekt zu anderen LEDs in einer Ma-
trix aus LEDs ausgerichtet sein. Form- und Ausrich-
tungsunvollkommenheiten können zu ungleichmäßi-
ger Beschichtung führen. Masken können die Pro-
zess- und Objektschwankungen, die normalerwei-
se in einer Fertigungsumgebung beobachtet werden
und die zu Unvollkommenheiten und Ausbeutever-
lusten führen, nicht vollständig kompensieren.

[0007] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird ein Verfahren zum Bilden einer Photolackmas-
ke auf einer Licht emittierenden Anordnung offenbart.
Ein Abschnitt der Licht emittierenden Anordnung wird
mit Photolack bedeckt. Ein Abschnitt des Photolacks
wird durch vom Inneren der Licht emittierenden An-
ordnung aus auf die Grenzfläche zwischen der Licht
emittierenden Anordnung und dem Photolack auftref-
fendes Licht belichtet. Der Photolack wird entwickelt,
wobei der belichtete Photolack entfernt wird. Bei ei-
ner der Ausführungsformen kann die Photolackmas-
ke verwendet werden, um eine Leuchtstoffbeschich-
tung auf der Licht emittierenden Anordnung zu bilden.
Die Licht emittierende Anordnung wird an einer Mon-
tagebasis befestigt, und die Licht emittierende Anord-
nung und die Montagebasis werden mit Photolack be-
schichtet. Ein Abschnitt des Photolacks wird durch
vom Inneren der Licht emittierenden Anordnung aus
auf die Grenzfläche zwischen der Licht emittierenden
Anordnung und dem Photolack auftreffendes Licht
belichtet. Der Photolack wird entwickelt, um den be-
lichteten Photolack zu entfernen. Eine Leuchtstoff-
schicht wird deponiert, die über der Licht emittieren-
den Anordnung liegt, danach wird der unbelichtete
Abschnitt aus Photolack gestrippt. Bei manchen Aus-
führungsformen wird das Licht, das den Photolack
belichtet, durch elektrisches Vorspannen der Licht
emittierenden Anordnung, durch Leuchtenlassen von
Licht durch eine Öffnung in die Licht emittierende An-
ordnung hinein oder durch Leuchtenlassen von Licht
in die Licht emittierende Anordnung hinein mit ei-
nem gelenkten, fokussierten Laserstrahlenbündel er-
zeugt.

[0008] Fig. 1A–Fig. 1F veranschaulichen eine mit ei-
ner Montagebasis verbundene LED bei verschiede-
nen Stadien während der Leuchtstoff-Beschichtung.

[0009] Fig. 2 veranschaulicht eine Ausführungsform
eines selbstbelichtenden Photolacks.

[0010] Fig. 3 veranschaulicht eine alternative Aus-
führungsform eines selbstbelichtenden Photolacks.

[0011] Fig. 4A–Fig. 4C veranschaulichen eine al-
ternative Ausführungsform der Leuchtstoff-Beschich-
tung einer LED.

[0012] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
wird aus einer LED stammendes Licht verwendet, um
Photolack zu belichten, was zu einem Photolackmus-
ter führt, dass zu der LED selbstjustiert ist. Der Pro-
zess kann Schärfentiefe-, Streu- und Maskenausrich-
tungsprobleme beseitigen, die mit der Verwendung
herkömmlicher Masken verbunden sind, sowie Pro-
bleme, die sich aus ungleichmäßig großen LEDs er-
geben.

[0013] Fig. 1A–Fig. 1F veranschaulichen eine Aus-
führungsform von konturgetreuer Beschichtung einer
LED mit Leuchtstoff bei Verwendung einer selbst jus-
tierten Photolackmaske. Fig. 1A veranschaulicht ei-
ne auf der Montagebasis 10 montierte LED 18. Die
LED 18 enthält ein Substrat 16, ein n-Gebiet 15, ein
aktives Gebiet 14 und ein p-Gebiet 13. Ein p-Kontakt
12 ist an dem p-Gebiet 13 befestigt. Ein n-Kontakt 11
ist an dem n-Gebiet 15 befestigt. Die LED 18 kann
an der Montagebasis 10 beispielsweise mit Lot (nicht
abgebildet) zwischen den Kontakten 11 und 12 und
der Montagebasis 10 befestigt sein. Andere Verfah-
ren zum Befestigen von LED 18 an der Montageba-
sis 10 werden ausführlicher in der US 6 486 499 B1
(Anmeldenummer 09/469 657) beschrieben, mit dem
Titel ”III-Nitrid-Light-Emitting-Device With Increased
Light Generating Capability' und durch Nennung hier-
in aufgenommen. Üblicherweise ist das Substrat 16
transparent und die Montagebasis 10 undurchsichtig.

[0014] In Fig. 1B sind die LED 18 und die Montage-
basis 10 mit einer Schicht aus Photolack 20 beschich-
tet. Die Photolackschicht 20 kann beispielsweise ein
positiver Photolack sein, was bedeutet, dass, wenn
Photolack 20 elektromagnetischer Strahlung ausge-
setzt wird, die Strahlung die chemischen Bindungen
in der Photolackschicht 20 zerstört, wodurch diese in
einer Entwicklerlösung gelöst werden kann. Die nicht
bestrahlten Abschnitte des Photolacks 20 sind in ei-
ner Entwicklerlösung nicht löslich und bleiben daher
zurück, wenn die Photolackschicht 20 entwickelt wird.
Der Photolack 20 kann beispielsweise ein Trocken-
film-Photolack sein, der mit einem geheizten Vaku-
umbeschichter angebracht wird, ein Flüssigfilm-Pho-
tolack, ein elektrophoretisch abgeschiedener Photo-
lack, ein mittels Siebdruck aufgebrachter Photolack
oder irgendein anderer geeigneter Photolack. Im All-
gemeinen ist der Photolack 20 ein positiv wirkender
Photolack.

[0015] In Fig. 1C wird die Photolackschicht 20a Licht
aus der LED 18 ausgesetzt. Die Photolackschicht
20b wird dem Licht aus der LED 18 nicht ausge-
setzt. Fig. 2 und Fig. 3 veranschaulichen zwei Aus-
führungsformen des Belichtens der Photolackschicht
20a. Bei einer in Fig. 2 veranschaulichten Ausfüh-
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rungsform ist die LED 18 elektrisch vorgespannt, um
Licht 24 zu erzeugen. Das Licht 24 kann von den mit
Photolack bedeckten Oberflächen der LED 18 weg
intern reflektiert werden, wobei der diese Oberflächen
bedeckende Photolack belichtet wird. Üblicherweise
sind die Kontakte 11 und 12 (in Fig. 1A gezeigt) stark
reflektierend, was das Streuen von Licht 24 innerhalb
der LED 18 unterstützt. Das intern reflektierte Licht
24 erzeugt eine selbst justierte belichtete Schicht aus
Photolack, die einen Kreisring von kontrollierter Dicke
20c enthält, der die LED 18 umgibt.

[0016] Die LED 18 von Fig. 2 kann auf zwei Wei-
sen elektrisch vorgespannt werden. Erstens kann ei-
ne Spannung an Kontakte (nicht abgebildet) auf der
Unterseite 26 der Montagebasis 10 angelegt werden.
Die Kontakte auf der Unterseite 26 der Montageba-
sis 10 sind mit Lötbuckeln 28 elektrisch verbunden,
die mit den Kontakten 11 und 12 (in Fig. 1A gezeigt)
der LED 18 verbunden sind. Die Spannung bewirkt,
dass die LED 18 Licht 24 aus dem aktiven Gebiet
der LED 18 heraus emittiert. Bei einer der Ausfüh-
rungsformen ist die Montagebasis 10 ein Teil eines
nicht zertrennten Wafers aus Montagebasen mit ei-
ner an jeder Montagebasis auf dem Wafer befestig-
ten LED. Mit jeder Montagebasenzeile auf dem Wafer
ist eine Reihe von Sonden verbunden. Jede Sonde
liefert dann eine Reihe kurzer Spannungsvorimpulse,
bis in der LED 18 ein minimal geforderter Pegel ei-
nes Belichtungsflusses erzeugt worden ist, der not-
wendig ist, um den Photolack 20 zu belichten. Zwei-
tens kann die LED 18 durch HF-Anregung elektrisch
vorgespannt werden. Die LED 18 kann durch gleich-
gerichtetes Koppeln mit HF-Feldern Licht erzeugen,
wenn die Montagebasis 10 und die LED 18 in der
Nähe eines HF-Strahlers oder einer Antenne platziert
sind.

[0017] Bei einer in Fig. 3 veranschaulichten Ausfüh-
rungsform wird die LED 18 optisch gepumpt, um Licht
24 zu erzeugen. Wie in Fig. 3 gezeigt ist eine Maske
30, wie z. B. eine Dunkelfeld-Punktmaske, über der
LED 18 ausgerichtet. Die Maske 30 enthält eine Öff-
nung 35. Die Öffnung 35 ist viel kleiner als die LED
18, um die Ausrichtung der Öffnung 35 über der LED
18 zu vereinfachen. Die Öffnung 35 braucht nicht in
der Mitte der LED 18 zu liegen. Die Öffnung 35 kann
jede beliebige Form haben. Ein kollimiertes Lichtbün-
del 24 wird der Maske 30 zugeführt. Die verwendete
Lichtquelle kann beispielsweise ein Breitstrahler sein,
der kollimiertes Licht mit einer Divergenz von weni-
ger als 30° erzeugt, ein Glasfaserkabel, das mit einer
entfernten Lichtquelle verbunden ist oder eine Laser-
lichtquelle. Es kann eine fokussierte Laserlichtquelle
verwendet werden und der Laser kann gelenkt wer-
den, um den Photolack zu belichten, der auf einem
nicht zertrennten Wafer aus Montagebasen montier-
te Mehrfach-LEDs bedeckt. Die Lichtquelle belichtet
zuerst den Photolackabschnitt unter der Öffnung 35.
Durch die Öffnung 35 und die Photolackschicht hin-

durchgelassenes Licht 24 tritt in die LED 18 ein, wo
Licht 24 von den mit Photolack bedeckten Oberflä-
chen der LED 18 weg reflektiert wird, wobei der die-
se Oberflächen bedeckende Photolack belichtet wird.
Bei einer der Ausführungsformen wird der Photolack
entwickelt, um die von der Öffnung 35 frei gelassene
Photolackschicht zu entfernen. Man läßt dann Licht
durch die Öffnung 35 und die Lücke in der Photolack-
schicht leuchten, und dieses wird von den Wandun-
gen der LED 18 weg reflektiert, um den übrigen die
LED 18 beschichtenden Photolack zu belichten. So
können, wenn die LED optisch gepumpt wird, zwei
Zyklen von Photolackbelichtung und Entwickeln er-
forderlich sein. Auch kann die LED eine III-Nitrid-An-
ordnung mit einem aktiven Gebiet aus InGaN sein,
und das kollimierte Lichtbündel kann UV-Licht sein,
das flache UV-Emissionen aus dem aktiven Gebiet
oder irgendeiner anderen Schicht der LED 18 anregt.
Bei einer der Ausführungsformen kann der Durch-
messer von Öffnung 35 etwa 100 μm betragen. Die
LED 18 kann eine obere Fläche von (1000 μm)2 ha-
ben. Der Photolack 20 (Fig. 1B) kann eine hohe Ab-
sorption aufweisen, um zu verhindern, dass Licht 24
durch den Photolack 20a und 20b hindurchgelassen
wird.

[0018] Bei den in sowohl Fig. 2 als auch Fig. 3 ver-
anschaulichten Ausführungsformen hängt die Men-
ge an Belichtung mit Licht (d. h. die Belichtungsdau-
er und Belichtungsstärke), die zum Entwickeln von
Photolack 20 notwendig ist, von dem verwendeten
Photolack ab. Wenn ein hochabsorbierender Photo-
lack verwendet wird, kann die Belichtungsdauer er-
höht werden. Auch die Wellenlänge des zum Belich-
ten des Photolacks notwendigen Lichtes hängt von
dem verwendeten Photolack ab.

[0019] Nachdem er Licht aus der LED 18 ausgesetzt
worden ist, wird der belichtete Photolack 20a durch
Anwendung einer Photolackentwicklerlösung, wie z.
B. eines flüssigen Standardentwicklers entfernt. Be-
lichteter Photolack 20a ist in der Entwicklerlösung lös-
lich, während unbelichteter Photolack 20b in der Ent-
wicklerlösung nicht löslich ist. Der verwendete Ent-
wickler hängt von der Zusammensetzung des Pho-
tolacks 20 ab. Nach dem Entwickeln verbleibt die in
Fig. 1D gezeigte Struktur.

[0020] Dann wird eine Schicht aus Leuchtstoff 22
über Abschnitten der in Fig. 1D gezeigten Struktur
deponiert, wie in Fig. 1E gezeigt. Leuchtstoff 22 kann
selektiv mittels beispielsweise Siebdruck oder elek-
trophoretische Abscheidung deponiert werden, wel-
che beide in ”Phosphor-Converted Light Emitting De-
vice”, bereits früher durch Nennung aufgenommen,
ausführlicher beschrieben werden. Nach der Leucht-
stoffdeposition und Fixierung wird unbelichteter Pho-
tolack 20b gestrippt. Es ergibt sich die in Fig. 1F
gezeigte Struktur. Bei einer der Ausführungsformen
wird der Photolack 20 so gewählt, dass unbelichte-
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ter Photolack 20b eine Leitfähigkeit hat, die niedrig
genug ist, dass er eine wirksame Maske für elektro-
phoretische Abscheidung ohne ”Hardbake” darstellt,
was den Photolack 20b weiterhin fixieren wurde, wo-
durch der Photolack 20b schwierig zu strippen wä-
re, sobald der Leuchtstoff 22 deponiert ist. Bei ei-
ner der Ausführungsformen wird der Photolack 20 so
gewählt, dass die Hardbake-Temperatur niedriger ist
als die von der LED 18 und der Montagebasis 10
während der Leuchtstoffbeschichtung und eventuel-
ler Aushärteschritte, die zum Einstellen der Leucht-
stoffbeschichtung nötig sind, zugelassene maximale
Temperatur.

[0021] Sobald jede LED 18 auf dem Wafer aus Mon-
tagebasen mit Leuchtstoff beschichtet ist, können die
Montagebasen durch Probing getestet werden. Der
Wafer wird dann in einzelne Montagebasen, die je an
einer LED befestigt sind, zertrennt. Die Montageba-
sen werden sortiert, mit einem Gehäuse chipbefestigt
und mit einer Einbettmasse verkapselt. Probing, Zer-
trennen, Sortieren, Chipbefestigung und Verkapse-
lungsschritte sind in der Gehäusetechnik für Leucht-
dioden wohlbekannt.

[0022] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
kann die Verwendung eines selbst belichteten und
selbst justierten Verfahrens zum Belichten von Pho-
tolack mehrere Vorteile bieten. Erstens wird, da der
Photolack durch aus dem Inneren der LED 18 stam-
mendes Licht selbst belichtet ist, keine andere Maske
als eventuell die Punktmaske 30 von Fig. 3 benötigt.
Die Punktmaske 30 kann eine einfache preiswerte
Ausrichtungsschablone sein, die für jede Größe oder
Form einer LED funktioniert, die auf den Montageba-
sismitten des Montagebasiswafers montiert ist. Somit
wird eine kostspielige Hochpräzisionsausrichtung ei-
ner Maske mit dem Montagebasiswafer vermieden.
Durch die Beseitigung der Strukturierung durch ei-
ne Präzisionsmaske werden durch Veränderungen
der Größe, Form, Platzierung und Montagehöhe von
LEDs 18 in Bezug zum Maskenmuster verursach-
te Schwankungen in der Leuchtstoffdicke verringert.
Zweitens werden Schärfentiefe- und Lichtstreufeh-
ler in dem Photolackmuster beseitigt. Drittens kann
die Breite des Kreisrings 20c durch Belichtung mit
Licht gesteuert werden, wodurch Schwankungen in
der Lichtausbeute der fertigen gehäusten konturge-
treu beschichteten LED, die durch Schwankungen in
der Ringdicke verursacht werden, verringert werden.
Bei einer der Ausführungsformen hat der Kreisring
20c eine Breite, die nicht größer ist als die Dicke
der Photolackbeschichtung 20. Bei einer der Ausfüh-
rungsformen ist die Breite von Kreisring 20c weniger
als 100 Mikrometer breit.

[0023] Fig. 4A–Fig. 4C veranschaulichen ein alter-
natives Verfahren zum Erzeugen einer selbst justier-
ten Photolackschicht auf einer LED. In Fig. 4A ist die
LED 18 auf der Montagebasis 10 montiert, was zu

der gleichen Struktur wie in Fig. 1A führt. Die Struk-
tur wird dann mit einer Schicht aus Photolack 40 be-
schichtet, wie in Fig. 4B gezeigt. Photolack 40 kann
ein negativer Photolack sein, der mit Leuchtstoff, fluo-
reszierenden Farbstoffen oder andere photolumines-
zierenden Materialien gefüllt ist. In Fig. 4C wird mit ei-
nem der in dem zu Fig. 2 und Fig. 3 gehörenden Text
beschriebenen Verfahren Licht in die LED 18 einge-
bracht. Das Licht belichtet den Abschnitt 40a der Pho-
tolackschicht 40. Abschnitte 40b sind unbelichtet. Da
der Photolack 40 ein negativer Photolack ist, werden
bei der Entwicklung von Photolack 40a und 40b Ab-
schnitte 40b des Photolacks entfernt, wobei der Ab-
schnitt 40a verbleibt. Es ergibt sich die in Fig. 1F ge-
zeigte Struktur.

[0024] Die oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung dienen nur der Er-
läuterung und sollen nicht einschränkend sein. Bei-
spielsweise beschränkt sich die Erfindung nicht auf
III-Nitrid-Anordnungen und kann sie auf Anordnun-
gen angewendet werden, die aus III-Phosphiden oder
anderen Materialsystemen hergestellt sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren mit:
Beschichten zumindest eines Abschnitts einer Licht
emittierenden Anordnung mit Photolack,
Belichten eines Abschnitts des Photolacks, wobei der
Abschnitt des Photolacks mit Licht belichtet wird, das
vom Inneren der Licht emittierenden Anordnung aus
auf die Grenzfläche zwischen der Licht emittierenden
Anordnung und dem Photolack trifft, und
Entwickeln des Photolacks, wobei das Entwickeln
den belichteten Abschnitt des Photolacks entfernt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit Er-
zeugen von Licht innerhalb der Licht emittierenden
Anordnung durch elektrisches Vorspannen der Licht
emittierenden Anordnung.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, in dem das Vor-
spannen mittels einer Vielzahl von Vorimpulsen er-
reicht wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit Erzeu-
gen von Licht innerhalb der Licht emittierenden An-
ordnung durch Platzieren der Licht emittierenden An-
ordnung nahe einer HF-Quelle, wobei die HF-Quelle
bewirkt, dass die Licht emittierende Anordnung Licht
aus einem aktiven Gebiet der Licht emittierenden An-
ordnung emittiert.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit Erzeu-
gen von Licht innerhalb der Licht emittierenden An-
ordnung durch:
Platzieren einer Öffnung über einem Abschnitt der
Licht emittierenden Anordnung;
Leuchtenlassen von Licht durch die Öffnung.
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6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Öffnung
kleiner ist als eine Abmessung der Licht emittieren-
den Anordnung.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, in dem Leuchten-
lassen von Licht durch die Öffnung das Leuchtenlas-
sen eines nahezu parallelisierten Lichtbündels durch
die Öffnung umfasst.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit Erzeu-
gen von Licht innerhalb der Licht emittierenden An-
ordnung durch Belichtung mit einem fokussierten La-
serstrahlenbündel.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, in dem das fo-
kussierte Laserstrahlenbündel gelenkt wird, um ei-
nen die Licht emittierende Anordnung beschichten-
den Abschnitt des Photolacks und einen eine zweite
Licht emittierende Anordnung beschichtenden Pho-
tolackabschnitt zu belichten.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit Er-
zeugen von Licht innerhalb der Licht emittierenden
Anordnung durch Aussetzen der Licht emittierenden
Anordnung an eine Lichtquelle, die Lichtemission aus
einer Schicht der Licht emittierenden Anordnung her-
aus anregt.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, in dem die Licht-
quelle eine UV-Lichtquelle umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, in dem Entwickeln
den belichteten Abschnitt des Photolacks entfernt,
wobei das Verfahren weiterhin das Deponieren eines
photolumineszierenden Materials in einer durch Ent-
wickeln in dem Photolack gelassenen Lücke umfasst.

13.   Verfahren zum Beschichten einer Licht emit-
tierenden Anordnung mit Leuchtstoff, wobei das Ver-
fahren umfasst:
Befestigen der Licht emittierenden Anordnung an ei-
ner Montagebasis;
Beschichten zumindest eines Abschnitts der Licht
emittierenden Anordnung und zumindest eines Ab-
schnitts der Montagebasis mit Photolack;
Erzeugen von Licht, das vom Inneren der Licht emit-
tierenden Anordnung aus auf eine Grenzfläche zwi-
schen der Licht emittierenden Anordnung und dem
Photolack trifft, wobei das Licht einen Abschnitt des
Photolacks belichtet;
Entwickeln des Photolacks, wobei das Entwickeln
den belichteten Photolackabschnitt entfernt;
Deponieren einer über der Licht emittierenden Anord-
nung liegenden Leuchtstoffschicht und
Strippen eines unbelichteten Abschnitts des Photo-
lacks.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, in dem die Licht
emittierende Anordnung eine III-Nitrid-Anordnung ist.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, in dem Erzeugen
von Licht elektrisches Vorspannen der Licht emittie-
renden Anordnung umfasst.

16.   Verfahren nach Anspruch 13, in dem Erzeu-
gen von Licht das Erzeugen von genug Belichtung mit
Licht umfasst, um einen über der Licht emittierenden
Anordnung liegenden Abschnitt des Photolacks und
einen Kreisring aus Photolack auf der Montagebasis
zu belichten.

17.  Verfahren nach Anspruch 13, in dem Erzeugen
von Licht umfasst:
Platzieren einer Öffnung über einem Abschnitt der
Licht emittierenden Anordnung;
Leuchtenlassen von Licht durch die Öffnung.

18.  Verfahren nach Anspruch 14, in dem die Öff-
nung eine Abmessung aufweist, die kleiner als 100
Mikrometer ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 13, in dem Erzeugen
von Licht das Aussetzen der Licht emittierenden An-
ordnung an eine Lichtquelle umfasst, die Lichtemissi-
on aus einem aktiven Gebiet der Licht emittierenden
Anordnung heraus anregt.

20.    Verfahren nach Anspruch 13, in dem De-
ponieren einer Leuchtstoffschicht Deponieren ei-
ner Leuchtstoffschicht mittels elektrophoretischer Ab-
scheidung umfasst.

21.    Verfahren nach Anspruch 13, in dem die
Leuchtstoffschicht in einem Gebiet deponiert wird, wo
der Photolack durch Belichtung und Entwicklung ent-
fernt worden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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